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シリコン量子ドット中のキャリアのスピン状態を利用するシリコンスピン量子ビットは、長い

コヒーレンス時間や高い集積性などの利点から注目されている。シリコン量子ドット中の電荷ノ

イズ特性を理解することで、量子ビットの情報保持時間や操作精度向上が期待できる[1]。 

本研究では高周波反射測定法を用いて n-MOS型シリコン量子ドットの電荷ノイズを極低温下で評価し

た。測定は、量子ドットの総電荷数が変化するクーロンピーク上の最も静電環境に敏感な点で行った

（Fig. 1）。反射位相雑音をポテンシャル雑音へと変換し、1 Hzにおける振幅が数µeV/√Hz 程度の 1/f及

びローレンツ型のスペクトルを観測した（Fig. 2）。ローレンツ型のスペクトルは、少数の電荷雑音源が支配

的な影響を及ぼす際に典型的に観測される。講演では、この電荷ノイズの温度依存性について議論し、

同様のプロセスで作製された p-MOS型シリコン量子ドットでの観測結果[2]との比較を行う。 
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Fig. 1 Coulomb peak of an n-MOS quantum dot 

measured with an rf reflectometry technique. The red 

star indicates a measurement point of charge noise. 

 
Fig. 2 The amplitude spectral density (ASD) of the 

charge noise. The power spectral density contains 1/f 

and Lorentzian components. 
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